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Экспериментально было установлено [1], что сдвиг резонансной частоты АСМ-зонда  линейным образом связан с интенсивностью падающего на зонд светового потока ~I. Показано, что при освещении резонансная частота уменьшается, то есть сдвиг частоты отрицательный. На базе обнаруженного эффекта предложен зондовый метод измерения светочувствительных сдвигов частоты (ИССЧ) для ближнепольного картирования распределения интенсивности I(x,y) излучения выходящего из поверхности полупроводниковых лазерных структур. Новизна и преимущество метода ИССЧ заключается в том, что для его реализации не требуется применение специальных оптоволокон и фотодетекторов.

Показано, что основной механизм, объясняющий сдвиг частоты АСМ-зонда при взаимодействии со светом – нагрев кантилевера при поглощении света. Разработана модель поглощения света в зонде и его нагрева с учётом: (i) - множественных переотражений световой волны в резонаторе “поверхность лазера – кантилевер”, (ii) – переноса тепла и установления стационарного распределения температуры вдоль кантилевера. Оценки нагревов СЗМ-зонда и сдвигов частоты кантилевера в рамках данной модели дают удовлетворительное согласие с результатами, наблюдаемыми в эксперименте.
Проведена серия ИССЧ экспериментов на одномодовых полосковых лазерах ИК-диапазона (=2.1 мкм) и на WGM-лазерах ИК-диапазона (=2.1 мкм), а также AlGaAs/InGaAs/GaAs лазерах  излучающих на длине волны =1.07 мкм. Установлено, что в допороговых режимах детектируется слабый сигнал ~I связанный со спонтанным излучением. При достижении токового порога измеряемый сигнал ~I скачком вырастает и возникает четко наблюдаемая пространственная картина мод излучения. 

У GaSb/GaAlSbAs/GaInSbAs WGM-лазеров ИК-диапазона при превышении токового порога возникает сложная серия пятен излучения локализованных вблизи края полудиска WGM-лазера. При дальнейшем увеличении токов накачки в диапазоне от Ith до 2Ith картина качественно не меняется, лишь вырастает интенсивность регистрируемого сигнала, какого-либо переключения или перестройки мод наблюдать не удалось. У AlGaAs/InGaAs/GaAs лазеров с широким волноводом в допороговых и запороговых токовых режимах было исследовано распределение интенсивности излучения в области ближнего поля, переходной зоны и дальнего поля. Экспериментально было обнаружено смешивание поперечных TE мод первого и второго порядка, что приводило к несимметричной картине излучения в ближнем поле и переходной зоне.
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